Resumé 
Le silicium amorphe hydrogéné (a-Si:H) a fait l'objet de nombreux travaux aussi bien sur le plan fondamental que sur le plan technologique. Ce matériau est notamment utilisé dans des applications de grande consommation comme les écrans TFT et les cellules solaires. Dans ce travail, nous avons étudié les propriétés électriques et photoélectriques d'une structure dans laquelle le a-Si:H est déposé sur le silicium dont la surface est partiellement rendue poreuse (PSi). Le silicium amorphe étant connu pour ses propriétés photoconductrices, l'objectif de ce travail est d'étudier l'effet des caractéristiques (porosité et épaisseur) de la couche poreuse sur les propriétés photoélectriques de la structure a-Si:H/PSi/c-Si afin d'envisager, à long terme, l'utilisation du a-Si:H pour détecter un signal optique en provenance de la couche poreuse (par réflexions multiples ou par photoluminescence). Le silicium poreux est obtenu par attaque anodique du silicium cristallin type P en milieu fluorhydrique, tandis que les couches minces de a-Si :H sont déposées par la technique de pulvérisation cathodique DC magnétron en milieu partiellement hydrogéné. Trois types de substrat : le verre corning, le silicium cristallin et le silicium poreux, sont utilisés. Les propriétés optiques : le gap optique Eg, l'indice de réfraction statique ns et l'épaisseur des couches de a-Si:H sur le verre sont déterminés à partir des mesures de transmission optique et nous avons suivi leurs évolutions en fonction du débit d'hydrogène allant de 1.7sccm à 10sccm. L'évolution de la conductivité électrique sous obscurité et sous lumière en fonction de la température des couches de a-Si :H déposées autour de 5 sccm présentent une photoconductivité relativement élevée. Les structures a-Si:H/PSi/c-Si réalisées sont étudiées en mesurant les caractéristiques I(V) et le photocourant à V constant en fonction du débit d'hydrogène, de la porosité et de l'épaisseur de la couche poreuse ainsi que de la configuration géométrique de la mesure électrique. L'évolution de ces caractéristiques, nous a permis de définir les conditions expérimentales permettant une meilleure sensibilité de la structure à la lumière.

